INSTYTUT TECHNOLOGI! ELEKTRONOWEJ

FOTODIODA PIN BPWP 34
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Fotodioda BPWF 34 jest kruemowz epiplaniurng fotodiods I i
zmontowanag na azurze 1 zawkniets hermetyconie o prociiocy o—
teJ obudowie plastilkoweg.
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Napiecie polaryzacji w kierunku zaporowym UR- D2
Cazkowita moc strat Ptof 150 mW
Zakres emperafury otoozenia tamb —40:= +80°C
W czasie pracy :
Zakres temperatur przeohowfwanla tsfg =40 = +80°C
PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNL
Nazwa parametru {Sym- | Jedn. Vartosdé Warunki po-
bol : min.] tTyp. jmax. miaru
Widmowy zakres prai AX nm - 1400-100} - UR =10 V
cy :
Couzos6 na promie—| S, |A/W - 0,6 | - A = 900 nm
niowanie monochro- : U, = 10V
matyczne R
CzuXodé na éwiatlo| Sy | mA | 50 | 70 ~ Ip = 2856 K
biaZe : Lx Up =10V
Czas narastania i tr’gf ns - 50 = H. =1 kQ
opadania impulsu U“ 07
pradu fotoelektry- Rie
cznego A = 900 nm
Pojemnos$é elektry-{ C pF = 455 40 Usi= 3V
czna R
f =1 MHz
: E =20
latezenie pradu I ni - - 30 U, = 10 V
clemnego 0 ﬁR =
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Fotodioda

Charakterystyka katowa czuXodci fotodiody
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Al. Lotnikéw 32/46
02-668 Warszawa
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Tel. 435401

Cena 12 2% Druk ZOINTE ITE zam. /84 n.

PRAWO REPRODUKCJI ZASTRZEZONE



